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Inversor nMOS (porta NOT):
Vin = 0        (tall)     Vout = VDD
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A la pràctica veureu que VDS(VGS) és Si a l'inversor nMOS 
substituïm RD per un pMOS, 

Inversor nMOS (porta NOT):
Vin = 0        (tall)     Vout = VDD

Vin = VDD (òhmica)  Vout  0
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